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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成26年8月21日(2014.8.21)

【公表番号】特表2013-536166(P2013-536166A)
【公表日】平成25年9月19日(2013.9.19)
【年通号数】公開・登録公報2013-051
【出願番号】特願2013-519587(P2013-519587)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｆ   9/12     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  21/12     (2006.01)
   Ｃ０７Ｂ  61/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｆ   9/12    　　　　
   Ｃ０９Ｋ  21/12    　　　　
   Ｃ０７Ｂ  61/00    ３００　

【手続補正書】
【提出日】平成26年7月7日(2014.7.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記化学式１で表されるビフェニル‐４‐イルジフェニルホスフェート組成物の製造方法
であって、
塩化ホスホリル（ＰＯＣｌ３）、４‐フェニルフェノール（４‐phenylphenol）及び触媒
を混合して反応させる第１脱塩酸反応段階と、
フェノールをさらに追加して反応させる第２脱塩酸反応段階と、を含み、
下記化学式１において０．６０≦Ｃｎ＝２≦０．９５（Ｃｎ＝２は化学式１においてｎ＝
２である組成物）を満たすことを特徴とする、ビフェニル‐４‐イルジフェニルホスフェ
ート組成物の製造方法。
[化学式１]

（前記化学式１中、ｎは０～３の整数）
【請求項２】
塩化ホスホリルと、第１脱塩酸反応段階の４‐フェニルフェノール及び第２脱塩酸反応段
階のフェノールの和とのモル比が１：２．７～１：３．０になるように塩化ホスホリルを
含有することを特徴とする、請求項１に記載のビフェニル‐４‐イルジフェニルホスフェ
ート組成物の製造方法。
【請求項３】
第１脱塩酸反応段階の４‐フェニルフェノールと第２脱塩酸反応段階のフェノールとのモ
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ル比が１：１．８～１：３．０であることを特徴とする、請求項１又は２に記載のビフェ
ニル‐４‐イルジフェニルホスフェート組成物の製造方法。
【請求項４】
触媒が、無水塩化アルミニウム、無水フッ化アルミニウム、無水塩化マグネシウム、無水
フッ化マグネシウム、無水塩化マンガン、無水フッ化マンガン、無水塩化第一鉄、無水塩
化第二鉄、無水フッ化第一鉄、無水フッ化第二鉄及びこれらの混合物から選択される何れ
か一つを含むことを特徴とする、請求項１～３のいずれかに記載のビフェニル‐４‐イル
ジフェニルホスフェート組成物の製造方法。
【請求項５】
第１脱塩酸反応段階が、－２０℃～０℃で行われることを特徴とする、請求項１～４のい
ずれかに記載のビフェニル‐４‐イルジフェニルホスフェート組成物の製造方法。
【請求項６】
第２脱塩酸反応段階が、２０℃～５０℃で行われることを特徴とする、請求項１～５のい
ずれかに記載のビフェニル‐４‐イルジフェニルホスフェート組成物の製造方法。
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